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摘 要

目前學術界，及工業界活化P-GaN的方式大多是以傳統爐管CFA的方式，升溫到700~900度左右，但高溫對元件後續製程

是一大傷害，而本論文是以PECVD﹝plasma enhanced chemical vapor deposition；電漿輔助化學氣相沉積﹞分別改變功率

、N2/O2的比例再加上基板升溫到640度兩種機制活化P-GaN。活化機制是以電漿的強大電場及熱的能量打斷Mg-H共價建

，以提升電洞濃度，降低電阻率以助於歐姆接觸的製作，因而得到較佳的歐姆接觸。 本研究以光激發光光譜量測來證明電

漿活化是有效並比傳統爐管來得好，我們發現在640度電漿活化的峰值明顯比未活化和傳統爐管活化來得高，由此證明電

漿活化是有效的並且比傳統爐管的效果好。接下來我們再嘗試低溫450度電漿活化發現比640度峰值低，由此可見溫度對活

化製程來說也是一關鍵因素。但低溫450度電漿活化峰值比640度傳統爐管活化還來得高，因此低溫活化製程仍具可行性。 

實驗結果得到電漿功率在100W時，得到的濃度最高為6.62X1016cm-3，故我們再固定功率，改變N2/O2的比例，得到

在N2/O2=50:30時得到最高濃度2.44X1017cm-3及最低電阻率 4.37ohm-cm，此結果已達到目前學術研究及業界量產的水準

。 接下來再嘗試用低溫活化，把溫度降到450度，同樣在N2/O2=50:30時得到最高濃度1.7X1017cm-3及電阻係

數6.37ohm-cm，所得的結果和640度高溫活化相差不遠，以半導體製程來說，能把製程溫度降低不論在成本上考量及未來

元件穩定度上均是一大利多。
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